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半導体表面にフェムト秒パルスレーザーを照射すると，光伝導や光電流により周波数域 0.1 ∼
10THz程度のテラヘルツ (THz)波が発生する．この方法により発生したTHz波は半導体表面，及

び内部のキャリアのダイナミクスを直接的にプローブしており，また，検出方法によってTHz波

の位相も測定できることから，新しい材料物性及び電子でバイス評価技術として注目されている．
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Fig. 1: Schematic of the experimental

setup. OL and PM represent a objective

lens and a parabolic mirror, respectively.

集光したパルスレーザーを照射し，そこから発生し

たTHz波を検出すると，レーザーのスポット径程度

の分解能でイメージングでき，これは Laser Tera-

hertz Emission Microscopy (LTEM)と呼ばれ，半

導体集積回路や太陽電池に応用した例を報告して

きた [1, 2]．今回，LEDに対してLTEMを行い，そ

の結果を報告する．

LTEMの実験配置の概略を Fig. 1に示す．対物

レンズにより集光したフェムト秒パルスレーザー

を試料に対して 45◦の角度で入射し，出てきたTHz波を 2枚の放物面鏡で光伝導アンテナ (PCA)

で検出する．対物レンズの焦点が常に試料の上面にあるように試料を平行移動し，この配置で得ら

れたTHz波の強度マッピングを測定する．約 300µm四方の大きさの発光波長 820 nmの AlGaAs

LEDに対して，電極間は開放条件で波長 800 nm，入射強度 80mWのパルスレーザーによって励

起したときの LTEM像をFig. 2に示す．ここで観測しているTHz波は，一部は表面にできた分極

からの放射であり，大部分は pn接合面で発生したキャリアによるものであると考えている．Fig.

3は同じ試料の顕微鏡光学写真であるが，これらの図を比較すると電極構造が LTEM像にも見え

ていることがわかる．当日は LTEM像の波長依存性などについて報告する．
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Fig. 2: LTEM image of the AlGaAs LED. Fig. 3: Optical image of the AlGaAs LED.
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